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@ Verfahren zur Herstellung einer MeBnadel sowie Me&nadei und deren Verwendung 

Fur die Messung dynamlscher Signale an integrierten 
Halbletterbausteinen werden eine MeQnadel sowie ein Her- 
steilverfahren und eine Verwendung vorgeschlagen, die eine 
Schirmung der MelSnadel (1) durch Aufbringen einer Isola- 
tionsschicht (2) und einer darauf angeordneten metaliischen 
Schicht (3) vorsehen. Die metallische Schicht wird mit der 
Masseverbindung einer Prufkarte Oder eines Testboards 
verbunden. Die Schirmung der Me&nadel ermogticht eine 
weitgehend ungestorte Messung von Signatverlaufen, ohne 
daB die Handhabung verschlechtert wird. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
eincr MeOnadel fiir integrierte Halbleiierchips sowie 
eine Meflnade! und deren Verwendung. 

Halbleiterchips, insbesondere integrierte elektroni- 
sche Halbleiter, werden bei der Herstellung in verschie- 
denen Verfahrensabschnitten getestet Auf der Wafer- 
ebene erfolgt die Messung dynamischer Signale ubii- 
cherweise an Waferprobem, SpitzenmeBplatzen bzw. 
im Elektronenstrahltester unter Benutzung von Nadel- 
karien. Diese Nadelkarten wcisen eine Vielzahl von Na- 
deln auf, die auf die Pads, d. h. die AnschluBflecken des 
Halbleiters abgesenkt und kontaktiert werden. Bisher 



chanisch stabii bleiben. 

Die Spitze der fertigen MeBnadel muB auf einer Lan- 
ge 1 von etwa 100 bis 150 jim von Lack frei sein, damit 
eine Messung moglich wird Die Entfemung des Lacks 

5 geschieht beispielsweise durch Einstechen der Spitze 
der MeBnadel in einen WurfeL Der Wiirfel kann eine 
KantenlSnge von ca. 300 haben. Das Material dieses 
Spitzenschutzes fiir die MeBnadel ist dabei so beschaf- 
fen, daB die Nadelspitze ohne Besch^digung eindringen 

10 kann. Geeignet ist beispielsweise Neopren. Die Nadel- 
spitze kann dabei mit dem Spitzenschutz vor dem Auf- 
bringen des Lacks versehen werden. £s ist aber auch 
mogiich. die MeBnadel zunachst im Ganzen zu lackieren 
bzw. zu isolieren und die uberflussige Isolation nach 



erfolgt der Einsatz der MeBnadeln auf den Nadelkanen 15 dem Aufbringen der Abschirmung 3 mit dieser zusam- 



ohne Abschirmmaflnahmen. Im Elektronenstrahltester 
ergeben sich bei ungeschirmten Nadein wegen des Ein- 
flusses der elektrischen Felder der MeBnadeln typische 
MeBfehler bis zu 50%, Das bedeutet. daB zahlreiche 



men zu entfemen. 

Eine andere Mdglichkeit zum Aufbringen der Isola- 
tionsschicht besteht in einer Oxidation der Wolfram- 
MeBnadeL Die Freilegung der MeBnadelspiize erfolgt 



MeBstellen wegen des gleichzeitig auftretenden Rau- 20 dann durch naBchemisches Atzen. 



schens uberhaupt nicht ausmeBbar sind. 

Bei Waferprobem und SpitzenmeBplatzen ist eine 
Wechselwirkung zwischen den Nadein zu erwarten, 
wenn diese bei zukiinftigen Produktgenerationen hohe- 
re Frequenzen zu verarbeiten haben und geringere Na- 25 
deiabstande aufweisen. 

Aufgrund der technisch mangelhaften Ausrustung 
werden Messungen auf Waferebene ubiicherweise nur 
zur groben Klassifizierung von Fehlerbildern durchge- 



Wesentlich fur die zu erreichende Funktion der ge- 
schirmten MeBnadel ist daB die Isolationsschicht 2 eine 
Leitfahigkeit unter 5x 10~® S und eine Dielektrizitats- 
zahl Er < 4 hat. 

Im AnschluB an das Aufbringen der Isolationsschicht 
2 wird die Abschirmung als metaliische Schicht 3 aufge- 
bracht. Eine Moglichkeit besteht beispielsweise darin, 
zunachst eine dunne Bekeimungsschicht aus Gold auf- 
zusputtem oder chemisch abzuscheiden. AnschiieBend 



fuhrt. Fiir exaktere Messungen ist es erforderlich, ein- 30 wird auf elektrolytischem Wege eine etwa 3 ^im dicke 



zelne Halbleitcrsysteme in KLeramikgehause einzubau- 
en und danach zu messea Bei Analysen fuhrt dieses zu 
einem erheblichen Zeitverlust zu geringeren verfugba- 
ren Probenzahlen, erheblichen Zusatzkosten und insge- 



samt zu unzureichender MeBinformation, die insbeson- 35 von metallischem Material 



Kupferschicht abgcschieden, wobei die Nadelspitze auf 
der Lange 1 von bis zu 150 ^im freibleiben muB. Eine 
andere Mdglichkeit zum Aufbringen der elektrisch lei- 
tenden metailischen Schicht 3 besteht im Aufdampfen 



dere fur die Lernkurven bei der Herstellung von Mas- 
senprodukten sehr wesentiich sind. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Mdg- 
lichkeit anzugeben, die zu verbesserten MeBbedingun- 
gen fuhrt 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der Pateni- 
anspniche 1. 10 und 16 gelds t 

Die Erfindung hat den Vorteil, daB mit verhaltnisma- 
Biggeringem Aufwand MeBnadeln herzustellen sind, die 



Eine gem^ Fig. 1 hergestellte geschirmte MeBnadel 
hat fiir den Einsatz folgende Eigenschaften zu erfiillen: 
Zwischen der metailischen Nadel 1 und der metailischen 
Schicht 3 darf der Leckstrom 100 |tA nicht iiberschrei- 
40 ten und die Kapazitat muB kleiner als 30 pF sein. Die 
geschirmte MeBnadel muB temperaturbestandig bis 
oberhalb von 130*0 sein und daiif mechanisch bis 10** 
gebogen werden. Der Gesamtdurchmesser am Schaft 
einschlieBlich der Isolationsschicht 2 und der aufge- 
zu einer erheblichen Verbesserung von MeBsignalen 45 brachten Metallisierungsschicht 3 muB unter 0,5 mm lie- 
fuhren. Dadurch werden Testmogiichkeiten erschlossen, gen. 

die bisher nur sehr teuer und mit erheblich groBerem Die MeBnadel gemaB Fig. 1 wird in eine herkommli- 

Aufwand zu erhahen waren. Das Verhalten erfindungs- che Prtifkarte oder ein komplexeres Test board einge- 
gemaBer MeBnadeln in elektrischen Feldern und eine baut Dies ist aufgrund der vorgesehenen Eigenschaften 
Wechselwirkung der MeBnadeln untereinander wird 50 der MeBnadel durch Einloten und Einkleben moglich. 
gunstig beeinfluBt Durch das Justieren der MeBnadel wird die zu erzielen- 

Ausgestaltungen der Erfindung sind in Unteranspni- de Signalquaiitat nur geringfugig beeinfluBt Wesentli- 
chen gekennzeichnet cher Punkt bei der Montage der MeBnadel ist eine elek- 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in der trisch gut leitende Verbindung zwischen der metalli- 
Figur dargestellten Ausfuhrungsbeispiels naher eriau- 55 schen Schicht 3 und der Masseverbindung der Prufkarte 

Oder des Testboards. Diese Verbindung kann durch ein 
Lot oder durch einen hochleitfahigen Lack, der aufge- 
strichen oder aufgedruckt werden kann, hergestellt wer- 
den. 

Die wesentiich geringere Anfalligkeit einer gemaB 
Fig. 1 hergesteilten MeBnadel zeigt sich daran, dafl bei 
einem Einsatz der mit den MeBnadeln bestiickten Pnif- 
karten oder Testboards in einem Elektronenstrahltester 
erheblich bessere MeBsignale erzielt werden. Die Vcr- 



tert. 

Ausgangspunkt fiir die Herstellung einer erfindungs- 
gemaBen MeBnadel ist eine iibliche, kommerziell erhah- 
liche metaliische Nadel 1. Als Material wird ubiicher- 
weise Wolfram verwendeL Die Schirmung sieht vor. daB eo 
zunachst eine Isolationsschicht 2 und auf dieser eine 
metaliische Schicht 3 aufgebracht werden. 



Die Isolierung kann dadurch erfolgen. daB ein Lack 

durch Spritzen oder Tauchen aufgebracht wird. Fur die ^ 

Lackschichi von einer Dicke bis zu 10 ^m,vorzugsweise 55 besserungen beziehen sfch sowohl auf die Hohe der 

im Bereich von 5 bis 10 jim eignet sich besonders Acryl- Amplitude als auch auf eine Verringerung des Einflusses 

lack. Die Isolation kann aber auch durch alle nicht lei- eiektrischer Felder der Nadein auf die Primarelektro- 

tenden Lacke erfolgen. sofern sie bis etwa 130'' C me- nen des Elektronenstrahltesters. Dadurch wird das so- 
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genannte StrahiverreiBen. bei dem eine dargestellte me- 
tallische Leitbahn aus zueinander versetzten Leiter- 
bahnstiicken zusammengesetzt ist, erheblich verbessert, 
so daO sich ein weitgehend durchgehender Leitbahnzug 
ergibt. Aus diesem Grund konnen auch Meflstellen, die 5 
bisher nicht einer Messung zuganglich waren, mit einer 
erfindimgsgemaBen MeBnadel ausgemessen werden. 
Daruber hinaus fflhrt der verringerte EinfluB der Nadel- 
felder auf die Sekundarelektronen des Elektronen- 
strahitesters zu koirekten Potentialmessungen. 10 

Bei einem Einsatz der erfindungsgem^Ben MeBna- 
deln an einem SpitzenmeBplatz oder einem Waferpro- 
ber wird die gegenseitige Wechselwirkung der Meflna- 
deln untereinander deutlich reduziert Hierdurch stei- 
gert sich die Signalqualitat an den Bauelementeingan- 15 
gen und es werden korrekte Messungen auch empfindli- 
cher Signale moglich. 

Patentanspriiche 

20 

1. Verfahren zur Herstellung einer MeBnadel fur 
integrierte Halbleiterchips, gekeimzeichnet durch 
folgende Schritie: 

a) auf eine metailische MeBnadel (1) wird eine 
Isolationsschicht (2) aufgebracht, 25 

b) auf die Isolationsschicht (2) wird eine metai- 
lische Schicht (3) aufgebracht. und 

c) die MeBnadelspitze wird von der Isolations- 
schicht (2) bzw. der metallischen Schicht (3) 
befreit 30 

2. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichneu daB die metailische MeBnadel durch 
Spritzen oder Tauchen mit Lack uberzogen und 
isoliert wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 35 
zeichnet, daB die Isolationsschicht durch Oxidation 
der MeBnadel aufgebracht wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Isolationsschicht 
mit einer geringeren Leitfahigkeit als 5xlO~*S 40 
und einer kleineren Dielektrizitatszahl als 4 aufge- 
bracht wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet daB zum Aufbringen der 
metallischen Schicht zunachst eine metailische Be- 45 
keimungsschicht aufgesputtert oder chemisch ab- 
geschieden wird und anschlieBend eine dickere 
Schicht aus einem anderen Material abgeschieden 
wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 50 
zeichnet, daB als Bekeimungsschicht Gold und als 
dickere Schicht elektrolytisches Kupfer aufge- 
bracht werden. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4. 
dadurch gekennzeichnet, daB die metailische 55 
Schicht durch metallisches Aufdampfen aufge- 
bracht wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Isolationsschicht 
durch Einstechen der MeBnadelspitze in einen Spit- so 
zenschutz auf einer Lange bis etwa 150 jim lackfrei 
wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Isolationsschicht 
durch Atzen der MeBnadelspitze auf einer Lange 65 
von etwa 150 entfemt wird. 

10. MeBnadel fiir integrierte Halbleiterchips. da- 
durch gekennzeichnet daB eine MeBnadel (1) mit 
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Ausnahme des Spitzenbereichs mit einer Isola- 
tionsschicht (2) und diese wiederum mit einer me- 
tallischen. elektrisch kontaktierbaren Schicht (3) 
uberzogen isL 

11. MeBnadel nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die MeBnadelspitze bis maximal 
150 ^tmfrei bleibt 

12. MeBnadel nach Anspruch 10 oder 11. dadurch 
gekennzeichnet daB die Isolationsschicht eine elek- 
trische Leitfahigkeit unter 5x 10~®S und eine Di- 
elektrizitatszahl unter 4 hat 

13. MeBnadel nach einem der Anspruche 10 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet daB die Isolationsschicht 
eine Dicke unter maximal 1 0 ^.m hat 

14. MeBnadel nach einem der Anspruche 10 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet daB die metailische 
Schicht eine Dicke im Bereich von 3 p,m hat 

15. MeBnadel nach einem der Anspruche 10 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet daB die metailische 
Schicht mit der Masseverbindung einer Prufkarte 
oder eines Testboards verbunden wird 

16. Verwendung einer MeBnadel nach einem der 
Anspniche 1 bis 15 in einer Prufkarte oder einem 
Testboard zur Priifung von Halbleitem. 
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